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El presente invento se refiere a una disposicidn de
circuito actuante como proteccidn totalmente electrdnica
para la proteceidn de transistores contra sobrecargas pro-
ducidas, por ejemplo, por un cortocircuito,.mediante un
interruptor gobernasble montado en paralelo con el circui-
to de entrada del tranmsistor a proteger, y cuyo electrodo
de mando estl acoplado en el circuito de carga del transis-
tor a proteger.

Los circuitos electrénicos, tales como, por ejemplo,
relds electrdnicos, precisan disyuntores de accidm répida
para la proteccidn de los transistores en ellos empleados.
Los disyuntores de proteccidn conocidos y los ruptores elec=
tromagnéticos son frecuentemente demasiado lentos para cir-
cuitos electrdnicos. Otras protecciones electrénicas contra
sobrecargas ya conocidas adolecen del inconveniente de que
una vez accionadas a mano, tienen que ser repuestas, por
ejemplo, oprimiendo una tecla o conectando y desconectando
el interrupbtor de lines.

El presente invento se ha propuesto proporcionar una
proteccidn del tipo citado anteriormente que, al ser sobre-
pasado un determinado valor de la corriente em el circuito
de carga del transistor a proteger, reaccione lo més ripi-
damente posible y pueda ser repuesta por via electrdnica.

De acuerdo con el invento se resuelve este problema

por el hecho de que el acoplamiento del electrodo de mando
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del interruptor gobernable al circuito de carga del tran-
sistor a proteger, se lleva a cabo a través de un divisor
de tensibn, estando conectado el electrodo de mando del
interruptor gobernable en la toma del divisor de tensidn,
y porque el divisor de tensidn que suministras la tensidn
de mando estd dispuesto en paralelo al trayecto de cone-
xién del tramsistor a proteger, y en serie con relacidn

a la carga de salids.

De este modo se puede consegulr conforme al invento
el desconectar el transistor a proteger al presentarse una
sobrecargs y, &l mismo tiempo, former un itinerario secun-
dario de la corriente para dicho transistor, a través del
divisor de tensidn que proporciona la tensibén de mando,
con lo que el tremsistor, en caso de cortocircuito, tam-
bién estd protegido contra la sobrecarga que se produce.

Otros detalles del invento se desprenden de la des—
cripeibn sigulente de ejemplos de realizacidn a base de
las figuras.

En la figura 1 es el transistor T el elemento que ha
de ser protegido contra sobrecargas. En su circuito colec=
tor estd conectada une resistencia R3 gque representa el
circuito de carga, mientras que en su circuito emisor es=
t4 conectada una resistencia R4. A través de bornes 3 y 4
le es alimentada al transistor T la tensidn de trabajo,
siendo el borne 3 positivo frente al horne 4 si se presus-
pone una sucesidén de zonas npn del transistor. En un bor
ne 1 recibe la base del trangistor T una sefial de selec-
cidén. Un contacto K que puentea a la resistencisa R5, 11w
ve pars simbolizar un posible cortocircuito en el circuito

de carga.
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Este paso de transistor puede ser, por ejemplo, el
paso final de un amplificador o un paso de un relé elée-
trico.

De acuerdo con el invento estd conectads a este paso
una proteccién totalmente electrbnica. Esta proteccibdn
consiste en un transistor Tl, que con su linea base~emi-
sor esth montado en paralelo respecto al circulito de ba-
se-emisor del transistor T. Desde el colector del transise
tor T conduce sl borme 4 un divisor de tensidn constituido
por las resistencias R1 y R2, estando conectada la toma
(punto de unidn de las resistencias R ¥ Ra) del divisor
de tensidn a la base del transistor I,. Mediante un borme
2 puede alimentarse una sefial a la base del tremsistor Tl.

En el trsbajo normal del paso de transistor a prote-
ger estd conectada a la linea colector-emisor del transis.
tor T dnicamente una tensibn pequeiia de unos cuantos volw-
tios. Si entonces aparece en la linea colector-emisor del
transistor T una tensién mis alta, por ejemplo, como conse-
cuencia del cierre del contacto simbblico K de cortocircui-
to, entonces llega a través del divisor de temsifn R, R,
una tensidn suficientemente alta a la base del trensistor
Tl’ de modo que éste se hace conductor. Con ello se retira
al transistor T la seleccidn, mediante derivacidn.

Como la tensifn es elevada al estar bloqueado el tran-
gistor final, resulbta que la proteccidén bloquea &l mismo
tiempo la seleccidn. Es necesario que el cortocircuito "K"
hgya sido eliminado reslmente, para que el tramnsistor Tl
pueda ser bloqueado mediante un impulso de desbloqueo en
el borne 2 (base del transistor Tl), y para que con ello

sea interconectado el transistor T. Este impulso de desblo=-
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queo, puede ser alimentado, por ejemplo, a parbtir de la
sefial transmitida, a través de un filtro RC o de un file
tro diferencial gue no han sido representados.

Mediante el dimensionado del divisor de tensidn By
Ra, asi como intercalando eventualmente otra resistencia
RE’ se puede proyecter la proteccibén a eleccidn de tal
modo, que una vez eliminado el cortocircuito "K", la pro-
teccidn quede desbloqueada automfticamente, de modo que
se puede prescindir de un "impulso de desblogueo". Esta
variante del circuito ha sido representada en la figura
2.

Otro ejemplo de realizacién del imvento he sido re-
presentado en la figura 3. La proteccidén hecha en forma
de interruptor gobernable, estd constituida por este ejem=
plo de realizacidn por un par de transistores Tl, Ta co-
nectados en forma de subordinados de emisidén y en los que
se ha procedido a acoplar ei enisor del btransistor Tl con
la base del transistor TZ' El acoplamiento consiste en un
divisor de tensidn Ry R7. Asimismo se ha procedido a una
realimentacidn de la base del tramsistor T, desde el co-
lector del tremsistor T,, a través de una resistencia Bge
La disposicidn de circuito esté proyectada de tal modo,
que al desaparecer el cortocircuito en el circuito de
carga del transistor T, la proteceidn, o sea, los subor-
dinados de emisifn formedos por los tramsistores I, ¥
Tz, quedsn autométicamente blogueads de nuevo. Con ello
queda suprimida autométicamente la derivacién para la

via de seleccidn del transistor T.
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NOTA.

Los puntos de invencidn propia y nueva que se presen—
tan para que sean objeto de esta Patente de Invencién en
Espafie, por veinte aflos, son los siguilentes:

19,~ Una disposicidn de circuito actuante como protec=
cidn totalmente electrdnica para proteger transistores con-
tra sdbreéargas producidas, tal como por un cortocircuito,
mediante un inbterruptor gobernable montado en paralelo con
el circuito de entrada del transistor a proteger, y cuyo
electrodo de mando estld acoplado en el circuito de carga
del transistor a proteger, caracterizada porque el acopla-
niento del electrodo de mando del inbterruptor gobernable al
circuito de carga del transistor a proteger, se lleva a ca=~
bo a través de un divisor de tensién, estando el electrodo
de mando del interruptor gobernable conectado a la toma del
divisor de tensidn, y porque el divisor de tensidén suminisge
trador de la tensibn de mando esté dispuesto en paralelo
respecto al trayecto de conexidn del transistor a proteger,
¥ en serie respecto a la carga de salida.

29,~ Una disposicidn de circuito de scuerdo con el
punto 12, caracterizada porgue al electrodo de mando del
interruptor gobernable puede ser conectado un impulso de
desbloqueo,.

32,~ Una disposicidn de circuito de acuerdo con el
punto 12, caracterizada porque, entre la toma del divisor
de tensidén suministrador de la tensidn de mando y el inte-
rruptor gobernable, estd intercalada uma resistencia.

490,~ Una disposicidn de circuito de acuerdo con el

punto 12, caracterizada porque como interruptor gobernaw-
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ble halla aplicacidén un par de transisbtores conectado co-
mo subordinado de emisién, con una realimentacibn desde
la salida del segundo transistor a la enbtrada del prime-
IO

582,~ "UNA DISPOSICION DE CIRCULTO ACTUANTE COMO PRO-
TECCION TOTALMENTE ELECTRONICA", todo tal y conforme se
describe en la presente memoria, la cual consta de 151
1dineas y a titulo de ejemplo se representa en el adjunto
dibujo.
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